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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Моделювання фотоперетворюючих гетероструктур на основі аморфного та монокристалічного кремнію

2. Simulation of photo converting heterostructures based on amorphous and monocrystal silicon

Реферат:
1. Мета - вивчення фотоелектричних характеристик фотоперетворюючої структури на основі гетероструктур
аморфний-монокристалічний кремній (ГАМК), збільшення ефективності процесів фотоперетворення в ній в
комплексі з прийнятними технологічними витратами на виробництво. Об'єкт - фізичні процеси
фотогенерації і перенесення заряду у фотоперетворюючих структурах АМК. Методи досліджень -
магнетронного напилення плівок, дослідження високотемпературної провідності кремнієвих робочих шарів,
метод ІЧ спектроскопії, оптичні і електронно- мікроскопічні методи для аналізу дефектів на поверхні
структур з використанням комп'ютерних систем. Результати - розроблено чисельно-аналітичну модель
процесу перенесення носіїв у напівпровідникових структурах на основі ГАМК з урахуванням щільності станів
у щілині рухливості гідрогенізованого аморфного кремнію. Розроблено пакет програм моделювання
аморфних напівпровідникових структур, який дозволяє в кінетичному наближенні проводити розрахунки
характеристик аморфних фотоперетворюючих структур і структур на основі ГАМК. Отримано залежності
між коефіцієнтом фотоелектричного перетворення і геометричними параметрами аморфних



тонкоплівкових структур і визначено оптимальне значення товщини плівки, за якої досягається максимальне
фотоелектричне перетворення. Впроваджено - у навчальному курсі "Матеріали мікроелектроніки та методи
їх досліджень" ХНУРЕ. Галузь використання - розробка матеріалів для створення сонячних
фотоперетворювачів енергії

2. The aim - investigation into photoelectric characteristics of photo converting structures based on amorphous
silicon monocrystal heterostructures (ASMH), increase in the structure efficiency complete with reasonable
technological expenditures for production. Object - physical processes of photogeneration and charge transfer in
photo converting ASMH structures. Methods - magnetron film deposition, investigation of high-temperature
conductivity of silicon working layers, IR spectroscopy method, optical and electron-microscopical methods to
analyze defects on the structure surface using computer systems. Results - a new numerical-analytical model of
the process of carrier transfer in ASMH-based semiconductor structures has been developed taking into account
density of states in the mobility slit of the hydrogenised amorphous silicon. The program package for simulation of
amorphous semiconductor structures has been developed, making it possible to carry out with kinetic
approximation computation of characteristics of amorphous photo converting structures and ASMH-based
structures. As a result of these investigations, the relationships between photovoltaic conversion coefficient and
design parameters of amorphous thin-film structures were obtained, and the optimal film thickness was
determined to achieve the maximum photovoltaic conversion. Implementation - in training course "Materials for
Microelectronics and Methods of Their Investigation" at KHNURE. Application - photo converters production
process
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